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o 2001: Maitrise de physique : Option Physique des solides & la Faculté des
Sciences de Monastir.

o 1999 : Diplome des Etudes Universitaires de Premier Cycle (D.E.U.P.C):
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les étudiants de deuxieéme année Maths Physique et Technologie assurée a I’'IPEIM.

5. Participation a la vie Universitaire
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